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w , W I E R Z C H O W S K I : Badanie dyslokacji w krzemie i w krzemowych warstwach epitaksjalnych za pomocp 
rentgenowskiej bpograf i i odbiciowej metodę Berga-Barretta 

Zajmowano się zagadnieniami stosowania metody rentgenowskiej topografii odbiciowej Berga-Barretta do ba-
dania dyslokocji w krzemie. Prześledzono zmiany kontrastu w funkcji różnych refleksów na płytkach podłożo-
wych i warstwach epitaksjalnych o orientacji f i l i ) . Metodę odbiciowg Bergo-Borretta zastosowano również do 
badania dyslokacji niedopasowanio. 

J . K O W A L S K I , P . K A M I M S K I , A . HALAK i E . PIETRAS: Wpływ wyjściowego arsenku galu na moc promienio-
wonia dyfuzyjnych diod elektroluminescencyjnych 

W artykule stwierdzono przydatnoić testowych struktur diodowych do badań własności elektroluminescencyjnych 
arsenku golu. Zbadano wpływ parametrów materiału wyjściowego/koncentracj i nośników ładunku, gęstości 
dyslokacji/ no moc promieniowania dyfuzyjnych diod elektroluminescencyjnych. 

B . J A K O W L E W , F . STERMA: Spiekonie pod ciśnieniem proszków A I j O g 

Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę spiekania pod ciśnieniem w podwyższonych temperaturach prosz-
ków A I 2 O 3 . 

M . P I ERZCHAŁA-CHYL INSKA : Zastosowanie metody betaskopowej do wyznaczania grubości warstw metaliza-
cyjnych na podłożu ceramicznym 

Przeanalizowano możliwość wykorzystania metody radioaktywnej/betaskopowej/ do pomiaru grubości warstw 
metalizacji na podłożu ceramicznym. Przedyskutowany jest wpływ niewielkich zmian temperatury spiekania 
orcs ziarnistości posty metal izacyjnej no dokładność pomiaru. Przedstawiono również metodę pomiaru grubości 
warstw w pokryciach dwuwarstwowych. 

J . M O R A W S K I : Badania nad wpływem rozkładu uziarnienio A I2O3 na gęstość wyrobów ceramicznych 

Przeprowadzono bodania nad wpływem rozkładu ziarnowego tlenku glinu na sposób jego upakowania. J ako mia-
rę upakowania przyjęto porowatość kształtek po prasowaniu. Otrzymane wyniki potwierdzajp słuszność wzoru 
Furnasa. 

C . J A W O R S K I , Z . PATRYAS, W . S O K O Ł O W S K A i J . W I T K O W S K A : Przeglpd metod analizy metali i materia-
łów półprzewodnikowych 

W artykule zestawiono metody spektrograficzne, spektrofotometryczne, polorograficzne i spektrometrii masowej, 
stosowane w analizie metali specjalnie czystych i podstawowych materiałów do celów półprzewodnikowych. 
W tabelarycznych zestawieniach podano rodzaj analizowanego materiału, krótkp charakterystykę metody oraz 
oznaczone pierwiastki i granice oznoczolności. 

E . PIETRAS: Ocena stopnia zdefektowania warstwy ładunku przestrzennego dyfuzyjnych złgcz p-n w arsenku 
galu. 

Przedstawvpno metodykę badania parametrów elektrycznych dyfuzyjnych złgcz p-n w arsenku golu, umożliwio-
jpcg ocenę zdefektowania warstwy ładunku przestrzennego złpcz p-n. 
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B. BEIXOBCKM: HccJieAOBaHse sacjioKauHlI b Kpe im« • KpeHHiemz snnaKc i a j i BH iu mieBKax npH aoiioiu 
peHTreEOscKOtt lonorpa^ iE neioaoH Eepra-EappeTia 
OäcyzAeuu npoöjieiai npiuieHeHHfi peHirenoBCKoro Tonorpa^aqecRoro Heiosa Sepra-Eappei ia ash 
HccjiesoBaHifl SBcaoKaiuitt b KpeuHHii. ABanHaiposan KOEipac i b saBHCHuociH ot npmeHeHłui pas-
m u peAJisRCOB aa no^ozxax h aniiTaKcaaJU>Bia njieiucax c opneHiaiuielt ( I I I ) . 
UeTo;i Eepra-EappeiTa Taioe öiu opmieHeB am HccieAOBaHM ABciOKaou HecooiBeiciBiui. 

fl. KOBAJIŁCKU, n . EAIUIHLCKíI, A. PAJIAK • a . IIETPAC: B j u A H i e n a p a u e i p o B i c x o s H o r o a p c e a i A a 
r a j u i i i R H a hoqhoctb isnytieHHfl sB̂ jBMoaaax cseioMOAOB 
B c i a t ï e yciaHOBJieHa boshoihoc» npnieHeHifl ^owa c i p y K T y p w HccneAOBaBHfl aneKipojiouiueo-
aeHTHta cboHctb a p c e a i i s a r a j u u i i . H c c n e ^ i o B a B O BJumnae n a p a u e i p o B i c z o i H o r o H a i e p i i a i a / K o i i ą e u -
i p a u B i HociTenett TOKa • iuothocti sacuoKaoHll/ sa hoqhoctb i s iy iuHHf l Aii$$y3H0UHiu cBeTOAUtAOB. 

E. HKOBIEB, 0. CTEPUA: CneKaHMe nopoBKOB AÎ Oj no4 AasJieHieu. 
CTaiBfl H B i f l e i c f l B B e s e H H u i i u a T e p s a J i O H , K a c a o u H C H n p o C i e i i n p e c c o B a H u i AI,0, b noBUBeauiu l e i i -
nepa typax . ^ ^ 

U. nsXXAJIA-XUJIHHLCKA: n p m e H e B H e p a A i o a K X H B H o r o u e i o s a i c c i a a o s a B H f l xna oCosHaqeHiiH iojiiuihu 
MeTajuHiecKax cjiosb aa KepaiuraecKiuc noiaozKaz 
KccseaoBaHa bosmoxhoctb apHueueBifl paaaoaKTHBHoro Meioaa aih isuepeHH« tosiuihii uuoroKOMnoHeH-
TBUx uetajuDraecsix caoeB ua KepaHUce. HccieflOBano BJiHHHie HeCoaBOHx HSMeneHHtl leunepatypu 
cneKaHM • sepBHCTocTii uexajuuriecKoe nacTU na toihocti isiiepeHtifl. OsBospeiieHHO npeacTaBAOH 
HOTOA laHepeHHii tojihuihu caoes b AByxcJiottHuz noKpuiiHX. 

lt. HOFABCKU: HccaeAOBaHie Bjounaa pacnpeaejteuaa aepen AI2OJ Ha n io iaocTB xepaiuKiecKHx asAenafi. 
naKOBKH. 3a nepy ynaxoBKa npaasia 
pesy f l ł i a iu noaiBepwauT npaBajiBHOoiB 

Hsy^eao anunaae pacnpoAoieatui aepen AI^Ot Ha cnocoO ero ynaxoBKa. 3a Mepy ynaxoBKa npauiiTa 
nopacToctB $acoBHux BaaeMl l nocae npeccoianaa. floayieBaHe  
Ropnymi $ypBaca. 

M. HBOPCiai, 3 . nATFHAC, B . COKOJIOBCKA a H. BHTKOBCKA: Oöaop MeToaoB aHajiasa ueiajuiOB a nony-
npOBOAHHROBIU MaTepBajiOB 
CaeaaH oöaop c n e K i p o r p a J n e o K i a , cneKtp0$0i0MeTpBiecKHX, noMporpa ja iecKax a nacc-cnaKTpoueT-
paqecKBz iieTOAOB aHajiaaa qaciiuc MeiajuoB a ochobhuz nonynpoBoXHBKOBUz uaiepaaj ioB. B TaôiHoaz 
coôpam paaaatmie aHaiaaapyeiue uaTepaanu, KOPOTKO AaHu ueiOAU ax aHajiasa, oape^ e s f l e i o i e 
a j i euean a npe^eiu onpeAeieHBH. 

3. nETPAC: OaeHKa Ae$eKTHOciH «ich oösejiHoro aapnaa aB$$ysBOHHi« p-n nepexoaoB b apceaaae rauuiaH 
B cTa iBe npeACTaB^eHa ueiOAHxa acciesoBaBHfl aiexTpaiecKHX napaiieTpoB sn^iyaaoHaux p-n nepexoA-
j o B B apoeHaae r a w m i , Koxopaa j aeT bo3mo«hocib ouohbtb aeèeKTHOcii oaofl oöLeiiHoro a a p w a p-n 
nepexoaoB. f 
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W . W I E R Z C H O W S K I : The investigation of dislocations in Si and in epitaxial Si layers by Berg-Barrett x-ray 
reflection topography 

Problems of application Berg-Barrett x-ray reflection topography for dislocation studying in Si ore analysed. 
Contrast changes as functions of various reflections on substrate wafers and epitaxial layers of ( i l l ) orienta-
tion are investigated. The reflection Berg-Barrett method is also used for studying of misfit dislocation. 

J . K O W A L S K I , P . K A M I Ń S K I , A . H A L A K , E . PIETRAS: The influence of initial gallium arsenide parame-
ters on power emitted by light-emitting diodes 

The test diode for investigation of GaAs electroluminescent properties was introduced. The impact of material 
parameters/carriers concentration, dislocation density/ on power emitted by diffused electroluminescent 
diodes was studied. 

B . J A K O W L E W , F . STERMA: Pressure sintering of A l j O g powders 

The various techniques of A I 2 O 3 powders sintering ore described. 

M . P I E R Z C H A Ł A - C H Y L I N S K A : The application of radioactive method to thickness measurement of metalizing 
films on ceramic substrates 

The purpose of the paper is to investigate the possibility of radioactive method's use for the thickness measure-
ment of metalizing films on ceramics. The influence of the firing temperature departures and the line resolution 
changes in metalizing compositions or^measurement's accurocy is discussed. The method of thickness measure-
ment in two-layer metolization on ceramics is presented. 

J . M O R A W S K I : The impact of grains distribution on ceramic products density 

The influence of alumina particles distribution on his packing was investigated. The porosity of the compact 
/after pressing has been taken as a packing factor. Results are in agreement with Furnas equation. 

C . J A W O R S K I , Z . PATRYAS , W . S O K O Ł O W S K A , J . W I T K O W S K A : Methods of analysis of metals and semi-
conductors 

The presented paper covers some problems of high purity metals and semiconductor materials analysis by spark 
source moss spectrometry, emission spectroscopy, spectrophotometric and polorographic methods. The compari-
son of various techniques based on determined elements and detection limits is g iven. 

E . PIETRAS: The evaluation of space charge layer defects in gallium arsenide diffusion p-n junctions 

The method of evaluation of sp<Jce charge layer defects in gallium arsenide p-n junctions by investigation of 
p-n junctions electrical parameters is described. 
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S Y M P O Z J A —KONFERENCJE —SEMINARIA 

I I półrocze 74 r . - k r a j o w e 

1. M , Mi łosz, C z . J o w o n k i , Z , Potryos, W . Sokołowska, J . Witkowska w dn. 26-31 . V l l l , 7 4 r . uczestniczy-
li w IV Konferencji Chemiii Anal i tycznej , która odbyła się w Worszowie. 

2 . Z . Patryas w okresie 9 - 12 . I X .74 r . uczestniczył w Lublinie w Międzynarodowej Konferencj i nt . "Implon-
tocji jonów w półprzewodnikach". 

3 . T . Dróżdż, Z . Horubała, Ł . Kaczyński oraz K . Wolski uczestniczyli w dn. 26 - 28 . I X .74 r . w V I I I Konfe-
rencji Me t a l oznawcze j /G l iw i c^/ , którp zorganizował Zak ład Metaloznawstwa Instytutu Metalurgi i Że laza 
P A N wespół z Zarzpdem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 

4 . P . Kamiński, E . Pietras, S . Strzelecka w dn. 3 0 , I X , - 3 , X , 7 4 r . uczestniczyli w Zakopanem w I I I Ogól-
nopolskiej Konferencji nt. "Mikrofalowa elektronika c ia ło stc iego". 

5 . J . Bekisz, H . Ma jewsk i , M . Rychcik oraz K . Szadkowski w dn. 8 i 9 . X . 7 4 r . uczestniczyli w Seminarium 
nt . "Powłok ochronnych; zorganizowanym przez Instytut Mechanik i Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej . 

6 . Z . Furkacz, W . Tywonek oraz W . Wojtun w dniach 22 - 23 .X I .74 r . wz ię l i udział w I I I Kra jowej Konferen-
c j i Piezoelektronicznej, zorganizowanej w Zci^łodach Podzespołów Rodiowych " O M I G " w W-w ie przez Sekcję 
Elektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

7 . J . Bekisz, A . Bukowski, A . Hruban, W , Jeske , L . Prus, J . Tokarski, E . Zalewski , W , Wojtun w dniach 
22-27,X.1974 r . uczestniczyli w II Ogólnopolskim Seminarium "Monokryształy z fazy c i e k ł e j " , zorganizowa-
nym w Uniejowie k ,Łodzi przez Zakład Doiwiadczalny przy Hucie Aluminium w Skawinie . Zgłoszono akces 
organizacji kolejnego seminarium przez O N P M P . 

8 . A . Szymcrfiski w dn, 5 - 7 . X I , 7 4 r . uczestniczył w Rzeszowie w Konferencji Naukowo-Technicznej nt . "Tech-
nologia obróbki Śc iernej " , wygłaszajpc referaty: " O potrzebie wdrożenia oceny reaktywnoSci i zwilżalnoSci 
spoiwa w technologii wytwarzania narzędzi Ściernych" oraz "Oceno topliwoSci spoiwa i wytrzymołoSci cieplnej 
Ściernicy ceramicznej" w zakresie temperatur powyżej 1000 C " 

9 . H . Rutkowska oraz W . Osowska w dn. 21-22.X I .74 r . uczestniczyły w Rzeszowie w Seminarium nt, "Meta-
lurgia proszków". 

I I półrocze 74 r , - z a g r a n i c z n e 

1 . T . Dróżdż oraz A , Grodziński uczestniczyli w IV Konferencji nt. "Ana l iza termiczna", która odbyła się 
dn. 8 - 1 3 . V I I . 7 4 r . w Budapeszcie, 

2 . Ł . Kaczyński w dn. 9-16 .V I I . 74 r . uczestniczyli w V I I Międzynarodowej Konferencji nt . "Op tyka rentge-
nowska i mikroanal iza" , która odbyła się w Moskwie. Ł , Koczyński wygłosił komunikat nt . "Badanie wzrostu 
monokryształów krzemu mechanizmem V I S z udziałem złota i p la tyny" . 

3 . W . Brzozowski i E . Pietras w dniach 21-27, IX ,74 r , uczestniczyli w V Międzynarodowym Sympozjum nt. 
"Arsenek golu i zwiflzki pokrewne", które odbyło się w Deauv i I l e/Franc jq/. 

4 . M . Hałuszko, F . Sterma oraz H . Rutkowska w dn. 1 - 4 . X . 7 4 r . wzię l i udział w IV Międzynarodowej Konfe-
rencji nt . "Metalurgia proszków", która odbyła się w Strbsko Pleso/Czechosłowacj i» ' . 

5 . M , Kusowski oraz Z . Patryas w dn. 9-12 .X .74 r , uczestniczyli w I I I Ogólnowęgierskiej Konferencji Meta-
li Rzadkich / A j k o - W R l / wygłoszojgc komunikat nt , "Oczyszczonie golu metodfl topienia strefowego oraz 
metodyka analiz i obróbka otrzymywanych wyn ików" . 

6 . A . Szymański w dn, 5 - 7 , X I , 7 4 r . uczestniczył w Bolonii w II Międzynarodowym Sympozjum Ceramicznym, 
wygłaszając referaty: "M igrac jo tlenków barwigcych w porcelanie i ich wpływ na parametry optyczne tworzy-
wa" oraz "Metoda okreSlanio odpomoSci na ścieranie tworzyw ceramicznych", 

7 . K , Nowysz, M . Powłowsko, W . Rybka, J . Sass oraz B . Surmo uczestniczyli w Sympozjum dot , metodyki 
pomiarowej materiałów półprzewodnikowych, które odbyłó się w dn. 7-15 .X I I , 74 r , w Swierdłowsku/ZSRI^*. 

8 . C . Jaworski uczestniczył w Moskwie w dn. 25-30.X.74 r . w posiedzeniu Centrum Koordynacyjnego R W P G , 
gdzie wygłosił referat nt . "Aktualny stan metod onalizy metali wysokiej czystości w P R L " . 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiału do druku redakcjo prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Ob ję to i c i artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2 . Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z in ter l in ią/co drugi 
wiersz/, 2 marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czcionką. No arkuszu nie powinno być więce j niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 
4 . Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ noleży wykonywać osobno /n ie w maszynopisie 

całego artykułu/, w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli 
podać tytuł objaśniający. 

5 . Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języ-
ku polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na czę i c i o w czę ic i końcowej winny być sformuło-
wone wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreSloć. W miarę możnoici unikać podzkiłu artykułu na 
oddzielnie zatytułowane czę i c i . 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu,nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty rftipisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /niezoleżnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplorzDch. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej ka lce drukarskiej. 

8 . Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
i powiększenie należy podawoć na odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 
łącznie /n ie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotogrofii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na numer 
pozycj i w nawiasach kwadratowych, np. [ ,1] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wą>rach itp. powin-
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar / S I / oraz z in-
nymi obowiązującymi przepisaoii. 

11 .Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek no stro-
nie nie powinno być więce j niż 5. 

12. Redakcjo zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej itp. 

13.Fakt nadesłania procy do wydrukowania w "Mater ia łach Elektronicznych" uważany jest zo równoznaczny 
z oświadczeniem Autora, że proca nie było drukowana oni wysłana do drukowania w żadnym innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym. 

M.Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego pofozumiewanb się 
i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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Materiał przygotowany przez Zleceniodawcę. 
WPM "WEMA". Wwszowa 1975. Nakład 5(XH60 egz. Ark.wyd. 5,03. 
Ark, druk. 5,5/A. Zam. 123V75-ó-2/C 
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